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1.1. Ранние работы по фотопроводимости диэлектриков ц
1.2. Лазерная фотопроводимость диэлектриков.
Вывода к главе I.
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Введение.
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ГЛАВА 4. Исследование эффекта фотоувлечения носителей и нелинейного поглощения излучения в щелочно-галоидных кристаллах при УФ возбуждении.
Введение.
4.1. Эффект увлечения электронов фотонами в щелочно-галоидных кристаллах.
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ГЛАВА 5. Кинетическая модель фотопроводимости, наблюдаемой в щелочно-галоидных кристаллах.
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5.1. Роль "мелких" ловушек в наблвдаемых явлениях лазерной фотопроводимости.
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